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1 . Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils (2). 
das wenigstens einen Halbleiterchip (4) und eine 
Umverdrahtungsplatte (6) aufweist. auf deren erster Seite (8) der 
Halbleiterchip (4) montiert ist. wobei auf einer dem Halbleiterchip (4) 
abgewandten zweiten Seite (10) der Umverdrahtungsplatte (6) 
Leiterbahnstrukturen (12) sowie Anschlusskontakte (18) zur 
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elektrischen Kpntaktierung des elektronischen Bauteils (2) mit einer 
Leiterplatte (22) vorgesehen sind und wobei das Verfahren folgende 
ye'^hrensscfiritte a^^^ 

• - Bereitstellen einer Umverdrahtungsplatte (6) mit auf deren 
zweiter Seite (10) aufgebrachten Leiterbahnen (14) und 
Anschlusskontakten (18), 

• - Montage eines Halbleiterchlps (4) auf der ersten Seite (8) 
der Umverdrahtungsplatte (6) ohne Leiterbahnstrukturen (12) 
und Herstellen von elektrischen Verblndungen zwischen 
KontaktanschlQssen des Halbleiterchlps (4) und den 
Leiterbahnen (14) der Umverdrahtungsplatte (6), 

• - Aufbringen einer geschlossenen Lotstoppschicht (24) auf 
derzweiten Seite (10) der Umverdrahtungsplatte (6), 

• - Strukturieren der Lotstoppschicht (24), wobei die 
Anschlusskontakte (18) zumindest teilweise freigelegt 
werden und wobei eine nach aulien sich schrSg und/oder 
abgestuft erweiternde InnenmantelflSche einer jeden 
Anschlusskontakt (18) umgebenden Offnung (30) der 
Lotstoppschicht (24) gebildet wird, 

• - Aufbringen jeweiis einer Lotkugel (32) auf jeden 
freigelegten Anschlusskontakt (18). wobei die Lotkugein (32) 
jeweiis geringes Spiel zum Rand der Offnung (30) der 
Lotstoppschicht (24) aufweisen, 

• - Herstellen einer Flipchip-Verbindung zwischen dem 
elektronischen Bauteil (2) und einer Leiterplatte (22) durch 
Aufsetzen des elektronischen Bauteils (2) mit seinen 
Lotkugein (32) auf KontaktflSchen (34) der Leiterplatte (22) 
und Aufschmelzen der Lotkugein (32). 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil 
sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung gemaB den unab- 
hangigen Anspruchen. 5 
[0002] Umverdrahtungen elektronischer Bauteile mit 
Halbleiterchips umfassen meist ein Tragersubstrat, eine dar- 
auf aufgebrachte Kupfer- oder Alutniniumschicht, welche 
Leiterbahnen beinhaltet und eine die Substratobertlache be- 
deckende Lotstoppmaske. Verbindungen zwischen dieser 10 
Umverdrahtungsplatte des elektxonischen Bautcils und cincr 
Leiterplatte eines sogenannten Packages werden bei soge- 
nannten BGA(BaU Grid AjTay)-Gehausen mit Lotkugeln 
gebildet, die in einem Reflowprozess aufgeschmolzen wer- 
den. Eine hohe Bauteilintegration vertangt kleinere Packa- 15 
ges mit moglichst kleinen Durchmessem der Lotkugeln. Urn 
das Package elektrisch verdrahten zu konnen, werden Lei- 
terbahnen zwischen den Lotverbindungen gefuhrt, was sich 
limitierend auf die GroBe der Kontaktflachen der Umver- 
drahtung sowie auf den Durchmesser der Lotkugeln aus- 20 
wirkt. 

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur 
Herstellung von elektronischen Bauteilen mit Halbleiter- 
chips und Umverdrahtungsplatten zur Verfugung zu stellen, 
das eine weitgehende Miniaturisierung der elektronischen 25 
Bauteile ermoglicht 

[0004] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der un- 
abhangigen Anspruche gelost. Merkmale vorteilhafter Wei- 
terbildungen der Erfindung eigeben sich aus den Unteran- 
spruchen. 30 
[0005] ErfindungsgemaB weist ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines elektronischen Bautcils, das wenigstens einen 
Halbleiterchip und eine Umverdrahtungsplatte aufweist, auf 
deren erster Seite der Halbleiterchip montiert ist, folgende 
Verfahrensschritte auf. Es wird zunachst eine Umverdrah- 35 
tungsplatte bereitgestellt, auf deren zweiter Seite Leiterbah- 
nen und Anschlusskontakte aufgebracht sind. Danach er- 
folgt die Montage eines Halbleiterchips auf der ersten Seite 
der Umverdrahtungsplatte ohne Leiterbahnen, wonach elek- 
trische Verbindungen zwischen Kontaktanschliissen des 40 
Halbleiterchips und den Leiterbahnen der Umverdrahtungs- 
platte hergestellt werden. AnschlieBend wird eine geschlos- 
sene Lotstoppschicht auf die zweite Seite der Umverdrah- 
tungsplatte aufgebracht. Durch ein Strukturieren der Lot- 
stoppschicht werden die Anschlusskontakte zumindest teil- 45 
weise freigelegt, wobei eine nach auBen sich schrag und/ 
Oder abgestuft erweitemde Innenmantelflache einer jeden 
Anschlusskontakt umgebenden Offnung der Lotstopp- 
schicht gebildet wird. Auf jedem freigelegten Anschluss- 
kontakt wird jeweils eine Lotkugel aufgebracht, wobei diese 50 
jeweils geringes Spiel zum Rand der Offnung der Lotstopp- 
schicht aufweist. SchlieBlich kann eineFlipchip-Verbindung 
zwischen dcm elektronischen Bauteil und einer Leiterplatte 
durch Aufsetzen des elektronischen Bauteils mit seinen Lot- 
kugeln auf Kontaktflachen der leiterplatte und einem Auf- 55 
schmelzen der Lotkugeln hergestellt werden. 
[0006] Bei diesem erfindungsgemaBen Verfahren werden 
die Oflhungen in der Lotstoppschicht so bemessen, dass 
eine Lotkugel mit geringem seitlichen Spiel darin Platz fin- 
det. Die Offnung verjiingt sich in Richtung der Umverdrah- 60 
tungsplatte, so dass der Anschlusskontakt; auf dem die Lot- 
kugel aufgesetzt ist, kleiner gewahlt werden kann, als dies 
bei einer durchgehenden, d. h. nicht abgestuften Offnung 
der Fall ware. Durch diese kleineren Anschlusskontakte fin- 
den zwischen benachbarten Anschlusskontakte n mehr Lei- 65 
lerijahnen Platz, was zu kompakteren Bauteilen fuhrt. Mit 
ansonsten unverandertem Design der Umverdrahtung kon- 
nen mehr Leiterbahnen zwischen den sogenannten Landing 



Pads, d. h. den Anschlusskontakten gefiihrt werden. 
[0007] Bei einer ersten Ausfuhrungsform des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens werden die Anschlusskontakte durch 
fotoUthografische Behandlung der fotoempfindlichen Lot- 
stoppschicht freigelegt. Dieses Verfahren hat den Vorteil ei- 
ner sehr exakten Reproduzierbarkeit der Offhungen uber 
den Anschlusskontakten, da eine Maskenbelicbtung der fo- 
toempfindlichen Lotstoppschicht zu sehr exakten Ergebnis- 
sen fiihrt. 

[0008] Eine weitere Ausfuhrungsform des erfindungsge- 
maBen Verfahrens sieht vor, dass die Lotstoppschicht in we- 
nigstens zwei aufeinanderfolgenden Schritten belichtet und 
entwickelt wird, was den Vorteil einer leicht herstellbaren 
abgestuften Offnung zur Aufnahme der Lotkugeln hat. In ei- 
nem ersten Belichtungsschritt wird eine Offnung groBeren 
Durchmessers in die Lotstoppschicht eingebracht, die je- 
doch nicht bis zum Anschlusskontakt hinunteneicht. In ei- 
nem zweiten Belichtungs- und Entwicklungsschritt wird 
eine durchgehende Offnung kleineren Durchmessers uber 
dem Anschlusskontakt freigelegt, so dass eine abgestufte 
Offnung entsteht. Dieseist so bemessen, dass eine darin ein- 
gelegte Lotkugel mit geringem Spiel aufgenonunen werden 
kann. 

[0009] Eine alternative Ausfuhrungsform des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens sieht vor, dass die Anschlusskontakte 
durch Laserstrukturierung der Lotstoppschicht freigelegt 
werden, was den Vorteil weiterge bender Freiheits grade bei 
der Gestaltung der Offnungen fiir die Lotkugel hat. Die La- 
serstrukturierung ermoglicht die Gestaltung der Offnungen 
mit abgestuften und/oder abgeschragten Randem, was eine 
noch exaktere Fuhrung der Lotkugeln bedeutcL 
[0010] GemaB einer Ausfuhrungsform des erfindungsge- 
maBen Verfahrens weisen die Lotkugeln einen Durchmesser 
auf, der einem Vielfachen der Dicke der Lotstoppschicht 
entspricht. Der Durchmesser der Lotkugeln kann beispiels- 
weise dem 5^. bis 25-fachen der Dicke der Lotstoppschicht 
entsprechen. Bei einer typischen Dicke der Lotstoppschicht 
von ca. 20 bis 40 pm uber der Leiterbahnlagc konnen die 
Lotkugeln bspw. ca. 300 bis 500 pm im Durchmesser betra- 
gen. 

[0011] Ein erfindungsgemiiBes elektronisches Bauteil mit 
wenigstens einem Halbleiterchip, der auf einer ersten Seite 
einer Umverdrahtungsplatte montiert und mit dieser elek- 
trisch verbunden ist, sieht vor, dass auf einer dem Halbleiter- 
chip abgewandten zweiten Seite der Umverdrahtungsplatte 
Leiterbahnstrukturen sowie Anschlusskontakte mit aufge- 
setzten I>otkugeln zur elektrischen Kontaktierung des elek- 
tronischen Bauteils mit einer Leiterplatte vorgesehen sind. . 
Weiterhin ist vorgesehen, dass die zweite Seite der Umver- 
drahtungsplatte mit einer Lotstoppschicht bedeckt ist, die je- 
weils Offnungen uber den Anschlusskontakten aufweist, 
und dass eine abgestufte und/oder trichterformige schrage 
Innenmantelflache der Ofl'nungen vorgesehen ist. 
[0012] Dieses erfindungsgemaBe elektronische Bauteil hat 
insbesondere den Vorteil einer hohen Miniaturisierbarkeit, 
da zwischen jeweils benachbarten Anschlusskontakten mit 
relativ kleinem Durchmesser mit darauf aufgesetzten Lotku- 
geln eine Vielzahl von Leiterbahnen gefuhrt werden konnen. 
[0013] Erfindungswesentlich ist, dass im unteren Bereich 
der Offnungen uber den Anschlusskontakten der Durchmes- 
ser der Lotstoppschicht dem Kugeldurchmesser der Lotku- 
gel angepaBt ist, Es entsteht somit ein abgestuftes bzw. ab- 
geschragtes Profil des Ldtstoplacks im Bereich der Offnun- 
gen. Bei gleichbleibender Uberdeckung der Lotstoppschicht 
(sog. solder mask) und den Anschlusskontakten (sog. ball 
landing pads) ist somit ein relativ kleineres Landing Pad er- 
forderlich. Es verbleibl damit mehr Platz fiir dazwischenlie- 
gende Leiterbahnen. Die abgestufte Lotstoppschicht ent- 
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steht bei der Herstellung der Umverdrailitungsplatte durch 
Applikations-, Entwicklungs- und Belichtungsprozesse so- 
wie abschlieBendem Ausharten der Solder Mask (sog. cu- 
ren). Die Lotstoppschicht kann auf einfache Weise bspw. 
mittels eines Druckprozesses aufgebracht und mittels Foto- 
lithografie strukturiert werden. Im Falle einer abgestuften 
Lotstoppschicht wird dieser PiozeB zwei Mai durchlaufen, 
um eine Stufe a'uszubilden. 

[0014] Alternativ kann diese Stufe auch durch eine Laser- 
strukturierung hergestelU werden oder durch eine Schrage 
ersetzt werden. Durch weitere Modifikationen des fur die 
. Lotstoppschicht verwendeten Materials im HinbHck auf La- 
serstnikturierbarkeit werden weitere Vorteile realisiert. Es 
ist damit einerseits die Verjiingung der Lotstoppschicht zur 
Umverdrahtung hin und daniit die Reduzierung des Min- 
destdurchmesser des Landing Pads ermoglicht. Zudem wird 
auch eine wesentlich genauere Platzierung der OfFnung iiber 
dem Landing Pad ermoglicht, da eine cxakte Uberlappung 
der Lotstoppschicht Qber den Rand der Landing Pads leich- 
ter zu gewahrleisten ist. Durch das Anpassen der Offnung 
der Solder Mask an die Kontur der Lotkugel konnen klei- 
nere Landing Pads realisiert werden, wodurch mehr Platz 
fur Leiterbahnen entsteht. Eine Miruaturisierung der Leiter- 
platte ist somit ohne groBen Aufwand moglich. 
[0015] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfuhrungs- 
formen mit Bezug auf die beiliegenden Figuren naher erlau- 
tert. 

[0016] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Schnittansicht 
einen ersten Herstellungsschritt eines erfindungsgemafien 

. elektronischen Bauteils. 
[0017] Fig. 2 zeigt in schematise her Schnittansicht einen 

^zweiten Herstellungsschritt des elektronischen Bauteils. 

■"[0018] Fig. 3 zeigt in schemadscher Schnittansiicht einen 
weiteren Verfahrensschritt zur HersteUung des elektroni- 
schen Bauteils. 

' [0019] Fig. 4 zeigt in einer vierten Schnittansicht ein elek- 
tronisches Bauteil vor dem Zusammenfiigen mit einer Lei- 
.terplatte. 

[0020] Fig. 5 zeigt in einem Detailschnitt eine Lotverbin- 
dung zwischen Umverdrahtungs- und Leiterpiatte des elek- 
tronischen Bauteils. 

[0021] Fig, 6 zeigt in einem weiteren Detailschnitt eine 
Variante der in den Fig. 3 bis 5 gezeigten Ausfuhrungsform 
des elektronischen Bauteils. 

[0022] Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung 
des elekuronischcn Bauteils sowie dieses elektronische Bau- 
teil wird im folgenden anhand der Fig. 1 bis 6 nSher erlau- 
tert. Dabei sind gleiche Teile grundsatzlich mit gleichen Be- 
zugszeichen versehen und sind daher teilweise nicht mehr- 
fach erlautert. 

[0023] Fig. 1 zeigt einen ersten Fertigungsschritt des er- 
findungsgemafien Verfahrens zur Herstellung eines elektro- 
nischen Bauteils 2, bestehend aus einer flachen Umverdrah- 
tungsplatte 6 und einem auf einer ersten Seite 8 der Umver- 
drahtungsplatte 6 aufgebrachten Halbleiterchip 4. Die Um- 
verdrahtungsplatte 6 ist auf einer dem Halbleiterchip 4 ge- 
genuberliegenden zweiten Seite 10 mit LeiterbahnsUruktu- 
ren 12 versehen. Die Leiterbahnstrukiuren 12 umfassen Lei- 
terbahnen 14 und Anschlusskontakte 18, die spater zu soge- 
nannten FUpchip-Kontakten weitergebildet werden. Zwi- 
schen zwei benachbarten Anschlusskontakten 18 befinden 
sich eine Mehrzahl von Leiterbahnen 14, die jeweils durch 
einen Zwischenraum 16 voneinander getrennt sind. Zwi- 
schen einem Anschlusskontakt 18 und einer benachbarten 
Leiterbahn 14 ist ein Mindestabstahd 20 vorgesehen. 
[0024] Fig. 2 zeigt einen weiteren Fertigungsschritt des 
Verfahrens, bei dem auf. die gesamte zweite Seite 10 der 
Umverdrahtungsplatte sowie deren Lefterbahnsuoikturen 12 
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eine Lotstoppschicht 24 aufgebracht ist. 
[0025] Fig. 3 zeigt einen nachfolgenden Verarbeitungs- 
schritt, bei dem die Lotstoppschicht 24 uber deri Anschluss- 
kontakten 18 teilweise geoffhet ist. Um auf die Anschluss- 
5 kontakte 18 jeweils eine Lotkugel 32 aufsetzlen zu konnen 
(vgl. Fig. 4), ist die Lotstoppschicht 24 jeweils iiber jedem 
Anschlusskontakt 18 mit einer Offiiung 30 versehen. Wie in 
Fig. 3 erkennbar, ist jede Offnung 30 mehrstufig ausgefuhrt, 
im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel als zweistufige Otf- 
LO nung 30. Dabei ist die Offnung 30 in Richtung zum An- 
. schlusskontakt 18 hin verjungt, so dass die Offnung 30 der 
Kontur einer Lotkugel angepaBt ist, Eine typische Hohe h 
der Lotstopschicht kann beispielsweise zwischen 20 pm und 
40 pm beUragen. Bei einem typischen Durchmesser einer 
15 Lotkugel d von ca. 350 pm beuragt der auBere Durchmesser 
d2 einer Offtiung 30 ca. 300 pm. Der innere Durchmesser dl 
• ist entsprechend kleiner, so dass die Lotkugel 32 mit mini- 
malem seidichen Spiel in der Offnung 30 zur Aiiflage 
kommL 

20 [0026] Fig. 4 verdeutlicht einen nachfolgenden Verarbei- 
tungsschritt, bei dem Lotkugeln 32 in die Offnungen 30 auf 
die Anschlusskontakte 18 gesetzt sind. Es ist weiterhin eine 
Leiterpiatte 22 angedeutet, die mit Kontaktflachen 34 verse- 
hen ist. Auf diese Kontaktflachen 34 werden die Lotkugeln 
25 32 aufgesetzt, wonach in einem Reflow-ProzeB ein Auf- 
schmelzen der Lotkugebi 32 erfolgt und eine mechanische 
und elektrische Verbindung zwischen den Anschlusskontak- 
ten 18 und den Kontaktflachen 34 hergestellt wird. 
[0027] Dieser Zustand wird anhand des Detailausschnitts 
30 der Ftgl 5 verdeudicht. Dabei ist eine Lotlcugel 32 aufge- 
schmolzen und stellt eine ILotverbindung 36 zwischen einer 
Kontaktfiache 34 der Leiterpiatte 22 und einem Anschluss- 
kontakt 18 der Umverdrahtungsplatte 6 bier. Die Lotverbin- 
dung 36 reicht auf dem Anschlusskontakt 18 bis zum Rand 
35 der Lotstoppschicht 24, verjungt sich aufgrund ihrer Ober- 
flachenspannung im fliissigen Zustand und weitet sich in 
Richtung Leiterpiatte 22 wieder auf, so dass die Kontaktfia- 
che 34 voliig bedeckt ist. 

[0028] Dabei wird deutlich, dass durch die kleinere OfF- 
40 nung 30 eine relativ kleinere Rache des Anschluss kontakts 
18 mit der Lotverbindung 36 in Verbindung steht als dies 
normalerweise vom Durchmesser D der Ix5tkugel 32 vorge- 
geben ware, Aufgrund der kleineren Anschlusskontakte 18 
kann auch der Zwischenraimi zwischen zwei benachbarten 
45 Anschlusskontakten 18 groBer . ausfallen, wodurch mehr 
Leiterbahnen 14 dazwischen Platz finden konnen. . 
[0029] Fig. 6 zeigt schlieBlich in einem Detailausschnitt 
eine alternative Ausgestaltung einer Offnung 18, die sich 
uichter- bzw. kegelig nach unten verjungt. Auch mit dieser 
50 Kontur ist eine enge Fiihrung einer darin eingelegten Lotku- 
gel 32 gewahrleistet, so dass auch diese Ausfuhrungsform 
eine kleinere Rache des Anschlusskontaktes 18 ermoglicht. 
Diese kegelige Kontur der Offnung 30 kann bspw. mittels 
Lasersirukturierung erzeugt werden. 
55 [0030] Als Material fiir die Umverdrahtungs- und Leiter- 
platten kommi bspw. ein Epoxy- oder Keramiksubstrat zur 
Anwendung. Die Leiterbahnstrukturen konnen bspw. Alu- 
minium oder Kupfer umfassen. Ein typischer Durchmesser 
der Ixjtkugeln kann zwischen 300 und 500 pm beUragen. Die 
60 Dicke der Lotstoppschicht kann bspw. zwischen 10 und 
60 pm betragen und liegt vorzugsweise zwischen 20 und 
40 pm. 

[0031] Die Suukturierung der Lotstoppschicht 24 kann 
auf fotolithografischem Wege erfolgen. Ebenso moglich ist 
65 eine Laserstrukturierung bzw. eine Kombination der beiden 
Verfahren. 
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Bezugszeichenliste 

2 elektronisches Bauteil 

4 Halbleiterchip 

6 Umverdrahtungsplatte 

8 erste Seite (Umverdrahtungsplatte) 

10 zweite Seite (Umverdrahtungsplatte) 

12 Leiterbahnstruktur 

14Leiterbahn . 

16 Zwischenraum (zw. Leiterbahnen 14) 
18 Anschlusskontakt 

20 Abstand (zw. Leiterbahn 14 u. Anschlusskontakt 18) 

22 Leiterplatte 

24 Lolstoppschicht 

26 zweite Schicht 

28 erste Schicht 

30 0ffnung 

32 Lotkugel 

34 Kontaktflache (Leiterplatte) 

36 Lotverfoindung 

D Kugeldurchmesser (Lotkugel) 

dl Offnungsdurchmesser d. zweiten Schicht 

.d2 Offnungsdurchmesser d. ersten Schicht 

h Hohe der Lolstoppschicht 

Patentanspruche 



10 



15 



20 



25 



I. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils (2), das wenigstens einen Halbleiterchip (4) 
und eine Umverdrahtungsplatte (6) aufweist, auf deren 30 
erster Seite (8) der Halbleiterchip (4) montiert ist, wo- 
bei auf einer dem Halbleiterchip (4) abgewandten 
zweiten Seite (10) der Umverdrahtungsplatte (6) Lei- 
terbahnstrukturen (12) sowie Anschlusskontakte (18) . 
zur elektrischen Kontakderung des elektronischen 35 
Bauteils (2) mit einer Leiterplatte (22) vorgesehen sind 
und wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte 
aufweist: 

— Bereitstellen einer Umverdrahtungsplatte (6) 
mit auf deren zweiter Seite . (10) aufgebrachten 40 
Leiterbahnen (14) und Anschluss kontakten (18), 

— Montage eines Halbleiterchips (4) auf der er- 
sten Seite (8) der Umverdrahtungsplatte (6) ohne 
Leiterbahnstrukturen (12) und Herstellen von 
elektrischen Verbindungen zwischen Kontaktan- 45 
schlussen des Halbleiterchips (4) und den Leiter- 
bahnen (14) der Umverdrahtungsplatte (6), 

— Aufbringen einer geschlossenen Lotstopp- - 
schicht (24) auf der zweiten Sieite (10) der Umver- 
drahtungsplatte (6), 50 

— Strukturieren der Lotstoppschicht (24), wobei 
die Anschlusskontakte (18Q zumindest teilweise 
freigelegt werden und wobei eine nach auBcn sich 
schrag und/oder abgestuft erweitemde Innenman- 
telflache einer jeden Anschlusskontakt (18) umge- 55 
benden Offnung (30) der Lotstoppschicht (24) ge- 
bildet wird, 

— Aufbringen jeweils einer Lotkugel (32) auf je- 
den freigelegten Anschlusskontakt (18), wobei die 
Lotkugeln (32) jeweils geringes Spiel zum Rand 60 
der Offnung (30) der Lotstoppschicht (24) aufwei- 
sen, 

~ Herstellen einer Flipchip-Verbindung zwischen 
dem elektronischen Bauteil (2) und einer Leiter- 
platte (22) durch Aufsetzen des elektronischen 65 
Bauteils (2) mit seinen Lotkugeln (32) auf Kon- 
taktffachen (34) der Leiterplatte (22) und Auf- 
schmelzen der Lotkugeln (32). 



2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennj^ich- 
net, dass die Anschlusskontakte (18) duich fotolitho- 
grafische Behandlung der fotoempfindlichen Lotstopp- 
schicht (24) freigelegt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die L5tstoppschicht (24) in wenigstens 
zwei aufeinander folgenden Schritten belichtet und ent- 
wickelt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass bei einem ersten Belichtungs- und Entwick- 
lungsschritt der Lotstoppschicht (24) ein groBerer 
Durchmesser iiber einem Anschlusskontakt (18) frei- 
gelegt wird als bei einem zweiten Belichtungs- und 
Entwicklungsschritt. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass durch die aufeinander folgenden Belich- 
tungs- und Entwicklungsschritte eine abgestufte Off- 
nung (30) der Lotstoppschicht (24) mit sich nach unten 
verkleinemdem Durchmesser iiber eiiiem Anschluss- 
kontakt (18) gebildel wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Anschlusskontakte (18) durch Lasers tmk- 
turierung der Lotstoppschicht (24) freigelegt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass durch die Laserstrukturierung eine abgestufte 
Offnung (30) der Lotstoppschicht (24) mit sich nach 
unten verkleinerndem Durchmesser iiber einem An- 
schlusskontakt (18) gebildet wird. • 

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass durch die Laserstrukturierung eine trichterfor- 
mige Offnung (30) der Lotstoppschicht (24) mit sich 
nach unten kontinuierlich verkleinemdem Durchmes- 
ser uber einem Anschlusskontakt (18) gebildet wird. 

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lotkugeln (32) einen 
Durchmesser (D) aufweisen, der einem Vieifachen der 
Dicke (h) der Lotstoppschicht (24) entspricht. 

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Lotkugeln (32) 
einen Durchmesser (D) aufweisen, der dem fiinf- bis 
25-fachen der Dicke (h) der Lotstoppschicht (24) ent- 
spricht. 

11. Elektronisches Bauteil (2) mit wenigstens einem 
Halbleiterchip (4), der auf einer ersten Seite (8) einer 
Umverdrahtungsplatte (6) montiert und mit dieser elek- 
trisch verbunden ist, wobei auf einer dem Halbleiter- 
chip (4) abgewandten zweiten Seite (10) der Umver- 
drahtungsplatte (6) Leiterbahnstrukturen (12) sowie 
Anschlusskontakte (18) mit aufgesetzten Lotkugeki 
(32) zur elektrischen Kontaktierung des elektronischen 
Bauteils (2) mit einer Leiterplatte (22) vorgeseheii sind, 
und wobei die zweite Seite (10) der Umverdrahtungs- 
platte (6) mit einer Lotstoppschicht (24) bedeckt ist, die 
jeweils Offnungen (30) uber den Anschlusskontakten 
(18) aufweist, die eine abgestufte und/oder trichterfor- 
mig schrage Innenman telflache aufweisen. 

12. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass jeweils zwischen zwei benach- 
barten Anschlusskontakten (18) Leiterbahnen (14) ver- 
laufen. 

13. Eleku-onisches Bauteil nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwischen zwei 
benachbarten Anschlusskontakten (18) eine Vielzahl 
von Leiterbahnen (14) verlaufen. 

14. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
11 bis 13, das hergestellt ist mit einem Verfahren ge- 
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maB wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 10. 
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